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(54)【発明の名称】 表示装置とその製造方法及び電子機器

(57)【要約】
【課題】  発光領域の耐湿性、耐酸化性等の耐環境性を
向上させるとともに、表示特性及び信頼性を向上させる
ことが可能な表示装置及び電子機器を提供する。
【解決手段】  本発明の表示装置は、陽極層と陰極層と
の間に発光層が挟持され、この発光層を含む画素部１１
０は、有機ＥＬ層を有する発光領域１１１と、発光領域
１１１の周辺部に形成されたダミー領域１１２とを備
え、陰極層５０は、発光領域１１１及びダミー領域１１
２を覆うＣａ陰極層５０ａと、Ｃａ陰極層５０ａを覆う
Ａｌ陰極層５０ｂの２層構造とされていることを特徴と
する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  陽極層と陰極層との間に発光層が挟持さ
れ、該発光層を含む画素部を有する発光領域と、該発光
領域の周辺部に形成された非発光領域とを備えてなる表
示装置において、
前記陰極層は、前記発光領域を覆うとともに、前記非発
光領域の少なくとも前記発光領域側の内周部を覆うよう
に形成されていることを特徴とする表示装置。
【請求項２】  前記陰極層は、少なくとも第１の陰極層
と、該第１の陰極層上に形成された第２の陰極層とを備
え、
前記第１の陰極層は、前記発光領域を覆うとともに、前
記非発光領域の少なくとも前記発光領域側の内周部を覆
うように形成され、
前記第２の陰極層は、前記第１の陰極層を覆うように形
成されていることを特徴とする請求項１記載の表示装
置。
【請求項３】  前記第１の陰極層は、前記発光領域及び
前記非発光領域を覆うように形成され、
前記第２の陰極層は、前記第１の陰極層を覆うように形
成されていることを特徴とする請求項２記載の表示装
置。
【請求項４】  前記第１の陰極層は、Ｃａ金属またはＣ
ａを主成分とするＣａ基合金からなり、前記第２の陰極
層は、Ａｌ金属またはＡｌを主成分とするＡｌ基合金か
らなることを特徴とする請求項２または３記載の表示装
置。
【請求項５】  前記発光層は、電気光学物質を含む発光
本体層を備えていることを特徴とする請求項１ないし４
のいずれか１項記載の表示装置。
【請求項６】  前記電気光学物質が、有機ＥＬ物質であ
ることを特徴とする請求項５記載の表示装置。
【請求項７】  陽極層と陰極層との間に発光層が挟持さ
れ、該発光層を含む画素部を有する発光領域と、該発光
領域の周辺部に形成された非発光領域とを備えてなる表
示装置の製造方法であって、
前記陰極層を、前記発光領域を覆うとともに、前記非発
光領域の少なくとも前記発光領域側の内周部を覆うよう
に形成することを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項８】  前記陰極層を、少なくとも第１の陰極層
と、該第１の陰極層上に形成される第２の陰極層とによ
り構成し、
前記第１の陰極層を、前記発光領域を覆うとともに、前
記非発光領域の少なくとも前記発光領域側の内周部を覆
うように形成し、
前記第２の陰極層を、前記第１の陰極層を覆うように形
成することを特徴とする請求項７記載の表示装置の製造
方法。
【請求項９】  前記第１の陰極層を、前記発光領域及び
前記非発光領域を覆うように形成し、
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前記第２の陰極層を、前記第１の陰極層を覆うように形
成することを特徴とする請求項８記載の表示装置の製造
方法。
【請求項１０】  請求項１ないし６のいずれか１項記載
の表示装置を備えていることを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、耐湿性、耐酸化性
等の耐環境性に優れ、表示特性等の経時変化が小さく信
頼性に優れた表示装置とその製造方法及び電子機器に関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】従来、エレクトロルミネッセンス（以
下、ＥＬと略記する）表示装置等の光学表示装置におい
ては、基板上に複数の回路素子、陽極、ＥＬ物質等の電
気光学物質、陰極等が積層された構成を具備しているも
のがある。具体的には、発光物質を含む発光層を陽極及
び陰極の電極層で挟んだ構成を具備しており、陽極側か
ら注入された正孔と、陰極側から注入された電子とを蛍
光能を有する発光層内で再結合し、励起状態から失括す
る際に発光する現象を利用している。
【０００３】例えば、有機ＥＬ物質を用いた有機ＥＬ装
置においては、有機ＥＬ膜と直接界面を形成して電子注
入の役割を果たす陰極材料として、Ｃａ金属等が用いら
れている。このＣａ金属等の陰極材料は、蒸着法あるい
はスパッタ法等により成膜されるのが通例であり、例え
ば、フルカラーディスプレイ等においては、工程及び装
置の簡便性等の理由から同一のパターンのマスクが用い
られることが多く、特に、陰極が多層構造の場合は、各
層の陰極パターンは同一になる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】ところで、従来の有機
ＥＬ装置においては、特にフルカラーディスプレイ等に
おいて顕著であるが、多層構造の陰極で各層の陰極パタ
ーンが同一である場合、陰極の端面が外気もしくは封止
エリアに直接露出することとなり、この露出部分から大
気中の酸素や水分が内部に侵入し、電気的特性が劣化す
るという問題点があった。
【０００５】また、従来の有機ＥＬ装置では、発光領域
の周辺部にダミー領域（非発光領域）が形成されている
が、陰極材料としてＣａ金属等を蒸着する場合に、発光
領域と同一のパターンを有するマスクを用いて蒸着する
と、マスクと基板上の陰極形成位置との間隔によっては
発光領域にＣａ金属等の陰極材料が蒸着されないおそれ
がある。このように、マスクのパターン精度により発光
領域の一部に陰極材料が蒸着されない部分が生じるとい
う問題点があった。また、発光領域上の陰極のパターン
精度により、電流、電圧の面内バラツキが周辺部に多く
発生した場合、陰極の周辺部に対応する発光領域に輝度
むらが生じるおそれがある。
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【０００６】本発明は、上記課題に鑑みてなされたもの
であって、発光領域の耐湿性、耐酸化性等の耐環境性を
向上させるとともに、表示特性及び信頼性を向上させる
ことが可能な表示装置とその製造方法及び電子機器を提
供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明の表示装置は、陽極層と陰極層との間に発光
層が挟持され、該発光層を含む画素部を有する発光領域
と、該発光領域の周辺部に形成された非発光領域とを備
えてなる表示装置において、前記陰極層は、前記発光領
域を覆うとともに、前記非発光領域の少なくとも前記発
光領域側の内周部を覆うように形成されていることを特
徴とする。
【０００８】この表示装置では、前記陰極層を、前記発
光領域を覆うとともに、前記非発光領域の少なくとも前
記発光領域側の内周部を覆うように形成したことによ
り、マスクのパターン精度に係わらず、発光領域全域が
陰極層により覆われることとなり、この発光領域に外部
から大気中の酸素や水分が侵入するおそれがなくなり、
表示特性、信頼性が向上する。また、発光領域の一部に
マスクのパターン精度等に起因する陰極材料が形成され
ない領域が生じる等の問題が生じるおそれがなくなり、
製造工程上の製造歩留まりが向上し、表示装置の製品と
しての価格を低下させることが可能になる。
【０００９】本発明の表示装置は、前記陰極層を、少な
くとも第１の陰極層と、該第１の陰極層上に形成された
第２の陰極層とを備えたものとし、前記第１の陰極層
を、前記発光領域を覆うとともに、前記非発光領域の少
なくとも前記発光領域側の内周部を覆うように形成し、
前記第２の陰極層を、前記第１の陰極層を覆うように形
成することを特徴とする。
【００１０】この表示装置では、前記陰極層を、少なく
とも第１の陰極層と第２の陰極層とを備えた２層構造と
することにより、発光領域全域を２層構造の陰極層によ
り覆うことで、この発光領域への外部からの大気中の酸
素や水分の侵入が効果的に防止され、表示特性、信頼性
がさらに向上する。
【００１１】本発明の表示装置は、前記第１の陰極層
を、前記発光領域及び前記非発光領域を覆うように形成
し、前記第２の陰極層を、前記第１の陰極層を覆うよう
に形成することを特徴とする。
【００１２】この表示装置では、前記第１の陰極層に
て、前記発光領域及び前記非発光領域を覆うことによ
り、発光領域及び非発光領域全体が２層構造の陰極層で
覆われることとなり、この発光領域への外部からの大気
中の酸素や水分の侵入がさらに効果的に防止され、表示
特性、信頼性が格段に向上する。
【００１３】前記第１の陰極層を、Ｃａ金属またはＣａ
を主成分とするＣａ基合金とし、前記第２の陰極層を、
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Ａｌ金属またはＡｌを主成分とするＡｌ基合金とするの
が好ましい。前記発光層は、電気光学物質を含む発光本
体層を備えていることが好ましい。前記電気光学物質
は、有機ＥＬ物質であることが好ましい。
【００１４】本発明の表示装置の製造方法は、陽極層と
陰極層との間に発光層が挟持され、該発光層を含む画素
部を有する発光領域と、該発光領域の周辺部に形成され
た非発光領域とを備えてなる表示装置の製造方法であっ
て、前記陰極層を、前記発光領域を覆うとともに、前記
非発光領域の少なくとも前記発光領域側の内周部を覆う
ように形成することを特徴とする。
【００１５】この製造方法では、前記陰極層を、前記発
光領域を覆うとともに、前記非発光領域の少なくとも前
記発光領域側の内周部を覆うように形成することによ
り、発光領域全域を陰極層により確実に覆うことが可能
になり、発光領域に外部から大気中の酸素や水分が侵入
するおそれがなく、しかも表示特性、信頼性が向上した
表示装置を容易に作製することが可能になる。また、マ
スクのパターン精度に係わらず、発光領域の一部にマス
クのパターン精度等に起因する陰極材料が形成されない
領域が生じる等の問題が生じるおそれがなくなり、製造
工程上の製造歩留まりが向上し、表示装置の製造コスト
を低減することが可能になる。
【００１６】本発明の表示装置の製造方法は、前記陰極
層を、少なくとも第１の陰極層と、該第１の陰極層上に
形成される第２の陰極層とにより構成し、前記第１の陰
極層を、前記発光領域を覆うとともに、前記非発光領域
の少なくとも前記発光領域側の内周部を覆うように形成
し、前記第２の陰極層を、前記第１の陰極層を覆うよう
に形成することを特徴とする。
【００１７】この製造方法では、前記第２の陰極層を、
前記第１の陰極層を覆うように形成することにより、前
記発光領域を２層構造の陰極層で確実に覆うことで、発
光領域への外部からの大気中の酸素や水分の侵入を効果
的に防止し、しかも、表示特性、信頼性をさらに向上さ
せた表示装置を容易に作製することが可能になる。
【００１８】本発明の表示装置の製造方法は、前記第１
の陰極層を、前記発光領域及び前記非発光領域を覆うよ
うに形成し、前記第２の陰極層を、前記第１の陰極層を
覆うように形成することを特徴とする。
【００１９】この製造方法では、発光領域及び非発光領
域全体を２層構造の陰極層で覆うことで、発光領域への
外部からの大気中の酸素や水分の侵入をさらに効果的に
防止し、しかも、表示特性、信頼性を格段に向上させた
表示装置を容易に作製することが可能になる。
【００２０】本発明の電子機器は、本発明の表示装置を
備えたことを特徴とする。表示部に本発明の表示装置を
用いた電子機器としては、例えば、携帯電話機、移動体
情報端末、時計、ワープロ、パソコン等の情報処理装置
等を例示することができる。このように電子機器の表示
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部に、本発明の表示装置を採用することで、表示特性、
信頼性に優れた電子機器を提供することが可能となる。
【００２１】
【発明の実施の形態】本発明の表示装置とその製造方法
及び電子機器の各実施の形態について、図面を参照して
説明する。なお、係る実施の形態は、本発明の一態様を
示すものであり、この発明を限定するものではなく、本
発明の技術的思想の範囲内で任意に変更可能である。な
お、以下に示す各図においては、各層や各部材を図面上
で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材ご
とに縮尺を異ならせてある。
【００２２】「第１の実施形態」本発明の第１の実施形
態として、電気光学物質の一例たる電界発光型物質、中
でも有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）材料を用い
た有機ＥＬ表示装置について説明する図１は、本実施形
態に係る有機ＥＬ表示装置の構成を模式的に示す平面
図、図２は図１のＡ－Ｂ線に沿う断面図、図３は図２の
要部拡大断面図、図４は図１のＣ－Ｄ線に沿う断面図で
ある。これらの図に示した有機ＥＬ表示装置１０１は、
スイッチング素子として薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Th
in Film Transistor）を用いたアクティブマトリクス方
式の有機ＥＬ表示装置である。
【００２３】有機ＥＬ表示装置１０１は、画素電極２３
（図２参照）にデータ信号を書き込むか否かを制御する
スイッチング手段としてのＴＦＴ（図３に示すＴＦＴ２
４であって、画素用ＴＦＴともいう）に加え、走査線駆
動回路８０及び検査回路９０を構成するスイッチング手
段の駆動手段たるＴＦＴ（駆動回路用ＴＦＴともいう）
が基板２０上に形成されている。また、この有機ＥＬ表
示装置１０１の画素部１１０は、パネル表示に寄与する
発光領域となる実画素領域１１１と、実画素領域１１１
の周辺部に形成された表示に寄与しない非発光領域であ
るダミー領域１１２とを備えている。
【００２４】有機ＥＬ表示装置１０１は、図２及び図４
に示すように、相互に対向するアクティブマトリクス基
板２０と、封止基板（対向基板）３０とが封止樹脂４０
を介して貼り合わされるとともに、両基板２０，３０と
封止樹脂４０とに囲まれた領域に、乾燥剤４５が挿入さ
れた構成となっており、さらに両基板２０，３０間に形
成された空間にはＮ

2
ガスが充填されてＮ

2
ガス充填層４

６を形成している。これらアクティブマトリクス基板２
０及び封止基板３０は、ガラス、石英、プラスチックと
いった光透過性を有する絶縁性の板状部材が用いられ
る。
【００２５】また、アクティブマトリクス基板２０上に
は、図３に示すように、陽極（画素電極）２３と、この
陽極２３から正孔を注入／輸送可能な正孔注入／輸送層
７０と、電気光学物質の一つである有機ＥＬ物質を備え
る有機ＥＬ層（以下、発光層ともいう）６０とがこの順
に形成され、さらに有機ＥＬ層６０の上層には、有機Ｅ
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Ｌ層６０に対して電子を注入し易くする緩衝層たるバッ
ファ層２２２を介して陰極層５０が形成されている。
【００２６】この陰極層５０は、図１、図２及び図４に
示すように、実画素領域１１１及びダミー領域１１２の
総面積より広い面積とされてこれら実画素領域１１１及
びダミー領域１１２を覆うように形成された略矩形状の
カルシウム（Ｃａ）陰極層５０ａ（第１の陰極層）と、
このＣａ陰極層５０ａより広い面積とされて該Ｃａ陰極
層５０ａを覆うように形成された略矩形状のアルミニウ
ム（Ａｌ）陰極層５０ｂ（第２の陰極層）とからなる２
層構造とされている。
【００２７】Ｃａ陰極層５０ａは、Ｃａ金属またはＣａ
を主成分とするＣａ基合金により構成されている。Ｃａ
基合金としては、例えば、Ｃａを９０重量％、Ｍｇを１
０重量％含有するＣａ－Ｍｇ合金、Ｃａ及びそれ以外の
アルカリ土類金属（Ｍｇ，Ｓｒ，Ｂａ等）との合金が好
適に用いられる。このＣａ陰極層５０ａは、Ｃａ金属ま
たはＣａ基合金を蒸発源とする蒸着法、またはＣａ金属
またはＣａ基合金のターゲット材を用いたスパッタリン
グ法、あるいはＣａ含有有機ガスを反応性ガスとして用
いるＣＶＤ法等により成膜することができる。
【００２８】Ａｌ陰極層５０ｂは、Ａｌ金属またはＡｌ
を主成分とするＡｌ基合金により構成されている。Ａｌ
基合金としては、例えば、Ａｌを９７重量％、Ｃｒを３
重量％含有するＡｌ－Ｃｒ合金が好適に用いられる。こ
のＡｌ陰極層５０ｂは、Ａｌ金属またはＡｌ基合金を蒸
発源とする蒸着法、またはＡｌ金属またはＡｌ基合金の
ターゲット材を用いたスパッタリング法、あるいはＡｌ
含有有機ガスを反応性ガスとして用いるＣＶＤ法等によ
り成膜することができる。なお、ここでは第２の陰極層
としてＡｌ陰極層５０ｂを用いたが、Ａｌ以外の金属
層、例えば、Ａｇ層、Ｍｇ－Ａｇ合金層等を用いても同
様の効果を得ることができる。
【００２９】ここで、図１に示すように、画素用ＴＦＴ
２４（図３参照）を駆動するための走査線駆動回路８０
は、アクティブマトリクス基板２０上に設けられてい
る。一方、データ線駆動回路１００はデータドライバＩ
Ｃとして外付けで設けられている。もちろん、同一アク
ティブマトリクス基板２０にデータ線駆動回路１００を
設けることも可能である。また、検査回路９０は、この
有機ＥＬ表示装置１０１の作動状況を検査するための回
路であって、例えば該検査結果を外部に出力するための
検査情報出力手段を備えている。
【００３０】これら走査線駆動回路８０及びデータ線駆
動回路１００は、走査線及びデータ線に導通する信号の
出力制御を行う走査制御手段及びデータ制御手段として
構成され、これら走査線及びデータ線が上記画素用ＴＦ
Ｔ２４（図３参照）に接続されている。すなわち、走査
線駆動回路８０及びデータ線駆動回路１００からの作動
指令信号に基づいて画素用ＴＦＴ２４（図３参照）が作
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7
動し、該画素用ＴＦＴ２４が画素電極２３への通電制御
を行っている。
【００３１】走査線駆動回路８０及び検査回路９０の駆
動電圧は、所定の電源部から駆動電圧導通部３１０（図
２参照）及び駆動電圧導通部３４０（図４参照）を介し
て印加されている。また、これら走査線駆動回路８０及
び検査回路９０への駆動制御信号及び駆動電圧は、この
有機ＥＬ表示装置１０１の作動制御を司る所定のメイン
ドライバ等から駆動制御信号導通部３２０（図２参照）
及び駆動電圧導通部３５０（図４参照）を介して送信及
び印加されるようになっている。なお、この場合の駆動
制御信号とは、走査線駆動回路８０及び検査回路９０が
信号を出力する際の制御に関連するメインドライバ等か
らの指令信号である。
【００３２】ここで、表示領域内において実画素部１１
１に対応して設けられた画素用ＴＦＴ２４の近傍の構成
について、図３に基づき説明する。図３に示すように、
アクティブマトリクス基板２０の表面には、ＳｉＯ

2
を

主体とする下地保護層２８１を下地として、その上層に
はシリコン層２４１が形成されている。このシリコン層
２４１の表面は、ＳｉＯ

2
及び／又はＳｉＮを主体とす

るゲート絶縁層２８２によって覆われている。
【００３３】そして、このシリコン層２４１のうち、ゲ
ート絶縁層２８２を挟んでゲート電極２４２と重なる領
域がチャネル領域２４１ａとされている。なお、このゲ
ート電極２４２は走査線の一部である。一方、シリコン
層２４１を覆い、ゲート電極２４２が形成されたゲート
絶縁層２８２の表面は、ＳｉＯ

2
を主成分とする第１層

間絶縁層２８３によって覆われている。なお、本実施形
態において、「主体」とする成分とは、構成成分のうち
最も含有率の高い成分を指すこととする。
【００３４】また、シリコン層２４１のうち、チャネル
領域２４１ａのソース側には低濃度ソース領域２４１ｂ
及び高濃度ソース領域２４１Ｓが設けられる一方、チャ
ネル領域２４１ａのドレイン側には低濃度ドレイン領域
２４１ｃ及び高濃度ドレイン領域２４１Ｄが設けられ
て、いわゆるＬＤＤ（Light Doped Drain）構造となっ
ている。これらのうち、高濃度ソース領域２４１Ｓは、
ゲート絶縁層２８２と第１層間絶縁層２８３とに亙って
開孔するコンタクトホール２４３ａを介して、ソース電
極２４３に接続されている。このソース電極２４３は、
上述したデータ線（図３における紙面垂直方向に延在す
る）の一部として構成される。一方、高濃度ドレイン領
域２４１Ｄは、ゲート絶縁層２８２と第１層間絶縁層２
８３とに亙って開孔するコンタクトホール２４４ａを介
して、ソース電極２４３と同一層からなるドレイン電極
２４４に接続されている。
【００３５】ソース電極２４３及びドレイン電極２４４
が形成された第１層間絶縁層２８３の上層は、例えばア
クリル系の樹脂成分を主体とする第２層間絶縁層２８４
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によって覆われている。この第２層間絶縁層２８４は、
アクリル系の絶縁膜以外の材料、例えば、ＳｉＮ、Ｓｉ
Ｏ
2
等を用いることもできる。そして、ＩＴＯからなる

画素電極２３が、この第２層間絶縁層２８４の面上に形
成されるとともに、当該第２層間絶縁層２８４に設けら
れたコンタクトホール２３ａを介してドレイン電極２４
４に接続されている。すなわち、画素電極２３は、ドレ
イン電極２４４を介して、シリコン層２４１の高濃度ド
レイン領域２４１Ｄに接続されている。
【００３６】なお、走査線駆動回路８０及び検査回路９
０に含まれるＴＦＴ（駆動回路用ＴＦＴ）、すなわち、
例えばこれらの駆動回路のうち、シフトレジスタに含ま
れるインバータを構成するＮチャネル型又はＰチャネル
型のＴＦＴは、画素電極２３と接続されていない点を除
いて上記ＴＦＴ２４と同様の構造とされている。
【００３７】画素電極２３は、図２及び図４に示すよう
に、紙面左右方向及び紙面垂直方向に相互に離間して表
示領域に対応するように形成されている。また、画素電
極２３が形成された第２層間絶縁層２８４の表面は、画
素電極２３と、例えばＳｉＯ

2
等の親液性材料を主体と

する親液性制御層２５と、アクリルやポリイミド等から
なる有機バンク層２２１とによって覆われている。そし
て、画素電極２３には親液性制御層２５に設けられた開
口部２５ａ、及び有機バンク２２１に設けられた開口部
２２１ａの開口内部に、正孔注入／輸送層７０と、有機
ＥＬ層６０とが画素電極２３側からこの順で積層されて
いる。なお、本実施形態における親液性制御層２５の
「親液性」とは、少なくとも有機バンク層２２１を構成
するアクリル、ポリイミド等の材料と比べて親液性が高
いことを意味するものとする。
【００３８】正孔注入／輸送層７０と、有機ＥＬ層６０
との上層は、バッファ層２２２と、カルシウム層５０ａ
及びアルミニウム層５０ｂの２層構造である陰極層５０
とによって覆われている。有機ＥＬ表示装置１０１は、
基本的に以上の構成を備えているが、図２では、封止基
板３０を用いて乾燥剤４５を使用することにより高寿命
化を図った構成となっている。
【００３９】本実施形態の有機ＥＬ表示装置１０１は、
図５に示すように、カラー表示を行うべく、各有機ＥＬ
層６０が、その発光波長帯域が光の三原色にそれぞれ対
応して形成されている。例えば、発光波長帯域が赤色に
対応した赤色用有機ＥＬ層６０Ｒを備える赤色表示領域
Ｒと、緑色に対応した緑色用有機ＥＬ層６０Ｇを備える
緑色表示領域Ｇと、青色に対応した青色用有機ＥＬ層６
０Ｂを備える青色表示領域Ｂとをドット毎に備え、これ
ら表示領域Ｒ，Ｇ，Ｂをもって１画素が構成されてい
る。また、各色表示領域の境界には、金属クロムをスパ
ッタリング等にて成膜したＢＭ（ブラックマトリクス）
が、有機バンク層２２１と親液性化制御層２５との間に
位置して形成されている。
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9
【００４０】各色発光領域Ｒ，Ｇ，Ｂにおいては、図５
に示すように、各バッファ層２２２Ｒ，２２２Ｇ，２２
２Ｂの構成主体成分が、それぞれＣａＦ

2
，ＢａＦ

2
，Ｌ

ｉＦとされ、各色発光領域毎にその構成主体成分が異な
るものとされている。したがって、各色発光領域毎に単
位時間当りの電子注入量が異なる構成とされ、発光波長
帯域の異なる各色領域毎に輝度、発光効率のバランスが
とれた構成とされている。
【００４１】例えば、相対的に短波長の発光領域である
青色発光領域Ｂでは、電子注入量を相対的に多くするこ
とが可能な構成主体成分、例えばＬｉＦを青色用バッフ
ァ層２２２Ｂとして用い、相対的に長波長の発光領域で
ある緑色発光領域Ｇでは、電子注入量を相対的に少なく
することが可能な構成主体成分、例えばＢａＦ

2
を緑色

用バッファ層２２２Ｇとして用い、さらに相対的に長波
長の発光領域である赤色発光領域Ｒでは、電子注入量を
さらに相対的に少なくすることが可能な構成主体成分、
例えばＣａＦ

2
を赤色用バッファ層２２２Ｒとして、各

色発光領域毎に電子注入率（単位時間当りの電子注入
量）のバランスをとっている。したがって、各色発光領
域毎に過剰の電子注入を抑制することができ、ひいては
各色発光領域Ｒ，Ｇ，Ｂにおける有機ＥＬ層６０の寿命
のバラツキを抑えることが可能となり、ＥＬ表示装置１
０１の寿命を向上させることが可能となる。
【００４２】また、本実施形態では、図５に示すよう
に、バッファ層２２２を画素全面、すなわち各ドットに
跨って形成しているが、例えば図６に示すように、各有
機バンク層２２１の間に形成される凹状区画領域２２３
のみに、すなわち画素電極２３に所定の膜厚で積層して
形成することも可能である。この場合、各バッファ層２
２２Ｒ，２２２Ｇ，２２２Ｂを簡便に蒸着させることが
可能である。
【００４３】また、バッファ層２２２においては、各色
発光領域Ｒ，Ｇ，Ｂについて異なる構成主体成分とする
ことにより、各色毎に輝度、発光効率のバランスをとる
ものとしているが、例えば、各色発光領域の全てにおい
て、ＮａＦ、ＢａＦ

2
、ＳｒＦ

2
、ＭｇＦ

2
のいずれかに

て、同一成分、同一膜厚のバッファ層とすることで、各
色毎に輝度、発光効率のバランスをとることもできる。
この場合、比較的電子注入率の小さいＮａＦ、Ｂａ
Ｆ

2
、ＳｒＦ

2
、ＭｇＦ

2
のいずれかを各色のバッファ層

に用いたため、特に赤色発光領域Ｒ、緑色発光領域Ｇに
おける有機ＥＬ層６０の寿命が向上する。
【００４４】次に、本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置
１０１の製造プロセスの一例について、図７ないし図１
１を参照しつつ説明する。なお、図７ないし図１１に示
す各断面図は、図１中のＡ－Ｂ線の断面図に対応してお
り、各製造工程順に示している。
【００４５】まず、図７（ａ）に示すように、絶縁性を
有する石英基板やガラス基板などからなるアクティブマ
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トリクス基板２０の表面に、シリコン酸化膜などからな
る下地保護層２８１を形成する。次に、この下地保護層
２８１上に、ＩＣＶＤ法、プラズマＣＶＤ法などを用い
てアモルファスシリコン層５０１を形成した後、レーザ
アニール法又は急速加熱法により結晶粒を成長させてポ
リシリコン層とする。
【００４６】次いで、図７（ｂ）に示すように、ポリシ
リコン層をフォトリソグラフィ法によりパターニング
し、島状のシリコン層２４１，２５１及び２６１を形成
する。これらのうちシリコン層２４１は、表示領域内に
形成され、画素電極２３に接続されるＴＦＴ（画素用Ｔ
ＦＴ）２４を構成するものであり、シリコン層２５１，
２６１は、走査線駆動回路８０に含まれるＰチャネル型
及びＮチャネル型のＴＦＴ（駆動回路用ＴＦＴ）をそれ
ぞれ構成するものである。
【００４７】次に、プラズマＣＶＤ法、熱酸化法などに
より、シリコン層２４１，２５１及び２６１、及び下地
保護層２８１の全面に厚さが約３０ｎｍ～２００ｎｍの
シリコン酸化膜からなるゲート絶縁層２８２を形成す
る。ここで、熱酸化法を利用してゲート絶縁層２８２を
形成する際には、シリコン層２４１，２５１及び２６１
の結晶化も行い、これらのシリコン層をポリシリコン層
とすることができる。
【００４８】また、シリコン層２４１，２５１及び２６
１にチャネルドープを行う場合には、例えば、このタイ
ミングで約１×１０12ｃｍ-2のドーズ量でボロンイオン
を打ち込む。その結果、シリコン層２４１，２５１及び
２６１は、不純物濃度（活性化アニール後の不純物にて
算出）が約１×１０17ｃｍ-3の低濃度Ｐ型のシリコン層
となる。
【００４９】次に、Ｐチャネル型ＴＦＴ、Ｎチャネル型
ＴＦＴのチャネル層の一部にイオン注入選択マスクを形
成し、この状態でリンイオンを約１×１０15ｃｍ-2のド
ーズ量でイオン注入する。その結果、パターニング用マ
スクに対してセルフアライン的に高濃度不純物が導入さ
れて、図７（ｃ）に示すように、シリコン層２４１及び
２６１中に高濃度ソース領域２４１Ｓ及び２６１Ｓ並び
に高濃度ドレイン領域２４１Ｄ及び２６１Ｄが形成され
る。
【００５０】次に、図７（ｃ）に示すように、ゲート絶
縁層２８２の表面全体に、ドープドシリコンやシリサイ
ド膜、或いはアルミニウム膜やクロム膜、タンタル膜と
いう金属膜からなるゲート電極形成用導電層５０２を形
成する。この導電層５０２の厚さは概ね５００ｎｍ程度
である。その後、パターニング法により、図７（ｄ）に
示すように、Ｐチャネル型の駆動回路用ＴＦＴを形成す
るゲート電極２５２、画素用ＴＦＴを形成するゲート電
極２４２、Ｎチャネル型の駆動回路用ＴＦＴを形成する
ゲート電極２６２を形成する。また、駆動制御信号導通
部３２０（３５０）、陰極電源配線の第１層１２１も同
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11
時に形成する。なお、この場合、駆動制御信号導通部３
２０（３５０）はダミー領域１１２に配設するものとさ
れている。
【００５１】続いて、図７（ｄ）に示すように、ゲート
電極２４２，２５２及び２６２をマスクとして用い、シ
リコン層２４１，２５１及び２６１に対してリンイオン
を約４×１０13ｃｍ-2のドーズ量でイオン注入する。そ
の結果、ゲート電極２４２，２５２及び２６２に対して
セルフアライン的に低濃度不純物が導入され、図７
（ｃ）及び（ｄ）に示すように、シリコン層２４１及び
２６１中に低濃度ソース領域２４１ｂ及び２６１ｂ、並
びに低濃度ドレイン領域２４１ｃ及び２６１ｃが形成さ
れる。また、シリコン層２５１中に低濃度不純物領域２
５１Ｓ及び２５１Ｄが形成される。
【００５２】次に、図８（ｅ）に示すように、Ｐチャネ
ル型の駆動回路用ＴＦＴ２５２以外の部分を覆うイオン
注入選択マスク５０３を形成する。このイオン注入選択
マスク５０３を用いて、シリコン層２５１に対してボロ
ンイオンを約１．５×１０15ｃｍ-2のドーズ量でイオン
注入する。結果として、Ｐチャネル型駆動回路用ＴＦＴ
を構成するゲート電極２５２もマスクとして機能するた
め、シリコン層２５２中にセルフアライン的に高濃度不
純物がドープされる。従って、低濃度不純物領域２５１
Ｓ及び２５１Ｄはカウンタードープされ、Ｐ型チャネル
型の駆動回路用ＴＦＴのソース領域及びドレイン領域と
なる。
【００５３】次いで、図８（ｆ）に示すように、アクテ
ィブマトリクス基板２０の全面に亙って第１層間絶縁層
２８３を形成するとともに、フォトリソグラフィ法を用
いて当該第１層間絶縁層２８３をパターニングすること
によって、各ＴＦＴのソース電極及びドレイン電極に対
応する位置にコンタクトホールＣを形成する。
【００５４】次に、図８（ｇ）に示すように、第１層間
絶縁層２８３を覆うように、アルミニウム、クロム、タ
ンタル等の金属からなる導電層５０４を形成する。この
導電層５０４の厚さは概ね２００ｎｍないし８００ｎｍ
程度である。この後、導電層５０４のうち、各ＴＦＴの
ソース電極及びドレイン電極が形成されるべき領域２４
０ａ、駆動電圧導通部３１０（３４０）が形成されるべ
き領域３１０ａ、陰極電源配線の第２層が形成されるべ
き領域１２２ａを覆うようにパターニング用マスク５０
５を形成するとともに、当該導電層５０４をパターニン
グして、図９（ｈ）に示すソース電極２４３，２５３，
２６３、ドレイン電極２４４，２５４，２６４を形成す
る。
【００５５】次いで、図９（ｉ）に示すように、これら
が形成された第１層間絶縁層２８３を覆う第２層間絶縁
層２８４を、例えばアクリル系樹脂などの高分子材料に
よって形成する。この第２層間絶縁層２８４は、約１～
２μｍ程度の厚さに形成されることが望ましい。なお、
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ＳｉＮ、ＳｉＯ

2
により第２層間絶縁膜を形成する事も

可能であり、ＳｉＮの膜厚としては２００ｎｍ、ＳｉＯ

2
の膜厚としては８００ｎｍに形成することが望まし
い。
【００５６】次いで、図９（ｊ）に示すように、第２層
間絶縁層２８４のうち、画素用ＴＦＴのドレイン電極２
４４に対応する部分をエッチングにより除去してコンタ
クトホール２３ａを形成する。その後、アクティブマト
リクス基板２０の全面を覆うようにＩＴＯ等の透明電極
材料からなる透明導電膜を形成する。そして、この透明
導電膜をパターニングすることにより、図１０（ｋ）に
示すように、第２層間絶縁層２８４のコンタクトホール
２３ａを介してドレイン電極２４４と導通する画素電極
２３を形成すると同時に、ダミー領域のダミーパターン
２６も形成する、なお、図２では、これら画素電極２
３、ダミーパターン２６を総称して画素電極２３として
いる。
【００５７】ダミーパターン２６は、第２層間絶縁層２
８４を介して下層のメタル配線へ接続しない構成とされ
ている。すなわち、ダミーパターン２６は、島状に配置
され、表示領域に形成されている画素電極２３の形状と
ほぼ同一の形状を有している。もちろん、表示領域に形
成されている画素電極２３の形状とは異なる構造で有っ
ても良い。なお、この場合、ダミーパターン２６は少な
くとも上記駆動電圧導通部３１０（３４０）の上方に位
置するものを含むものとされている。
【００５８】次いで、図１０（ｌ）に示すように、画素
電極２３、ダミーパターン２６上、及び第２層間絶縁膜
上に絶縁層たる親液性制御層２５を形成する。なお、画
素電極２３においては一部が開口する態様にて絶縁層
（親液性制御層）２５を形成し、該開口部２５ａ（図３
も参照）において画素電極２３からの正孔移動が可能と
されている。逆に、開口部２５ａを設けないダミーパタ
ーン２６においては、絶縁層（親液性制御層）２５が正
孔移動遮蔽層となって正孔移動が生じないものとされて
いる。
【００５９】次いで、図１０（ｌ）に示すように、親液
性制御層２５において、異なる２つの画素電極２３の間
に位置して形成された凹状部にＢＭ（ブラックマトリク
ス）を形成する。具体的には、親液性制御層２５の上記
凹状部に対して、金属クロムを用いスパッタリング法に
て成膜する。
【００６０】次いで、図１０（ｍ）に示すように、親液
性制御層２５の所定位置、詳しくは上記ＢＭを覆うよう
に有機バンク層２２１を形成する。具体的な有機バンク
層の形成方法としては、例えばアクリル樹脂、ポリイミ
ド樹脂等のレジストを溶媒に溶かしたものを、スピンコ
ート法、ディップコート法等の各種塗布法により塗布し
て有機質層を形成する。なお、有機質層の構成材料は、
後述するインクの溶媒に溶解せず、しかもエッチング等
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13
によってパターニングし易いものであればどのようなも
のでもよい。
【００６１】次いで、有機質層をフォトリソグラフィ技
術等により同時にエッチングして、有機質物のバンク開
口部２２１ａを形成し、開口部２２１ａに壁面を備えた
有機バンク層（隔壁部）２２１を形成する。なお、この
場合、有機バンク層２２１は少なくとも上記駆動制御信
号導通部３２０（３５０）の上方に位置するものを含む
ものとされる。
【００６２】次いで、有機バンク層２２１の表面に、親
液性を示す領域と、撥液性を示す領域とを形成する。本
実施形態においてはプラズマ処理工程により、各領域を
形成するものとしている。具体的には、該プラズマ処理
工程は、予備加熱工程と、有機バンク層２２１の上面及
び開口部２２１ａの壁面並びに画素電極２３の電極面
（画素電極の表面）２３ｃ、親液性制御層２５の上面を
親液性にする親インク化工程と、有機バンク層の上面及
び開口部の壁面を撥液性にする撥インク化工程と、冷却
工程とを具備している。
【００６３】すなわち、基材（バンク等を含む基板２
０）を所定温度、例えば７０～８０℃程度に加熱し、次
いで親インク化工程として大気雰囲気中で酸素を反応ガ
スとするプラズマ処理（Ｏ

2
プラズマ処理）を行う。次

いで、撥インク化工程として大気雰囲気中で４フッ化メ
タンを反応ガスとするプラズマ処理（ＣＦ

4
プラズマ処

理）を行い、その後、プラズマ処理のために加熱された
基材を室温まで冷却することで、親液性及び撥液性が所
定箇所に付与されることとなる。
【００６４】なお、このＣＦ

4
プラズマ処理において

は、画素電極２３の電極面２３ｃ及び親液性制御層２５
についても多少の影響を受けるが、画素電極２３の材料
であるＩＴＯ（Indium Tin Oxide）及び絶縁層（親液性
制御層）２５の構成材料であるＳｉＯ

2
，ＴｉＯ

2
等はフ

ッ素に対する親和性に乏しいため、親インク化工程で付
与された水酸基がフッ素基で置換されることがなく、親
液性が保たれる。
【００６５】次いで、図１１（ｎ）に示す正孔注入／輸
送層７０（図３も参照）を形成するべく正孔注入／輸送
層形成工程が行われる。正孔注入／輸送層形成工程で
は、インクジェット法により、正孔注入／輸送層材料を
含む組成物インクを電極面２３ｃ上に吐出した後に、乾
燥処理及び熱処理を行い、電極２３上に正孔注入／輸送
層７０を形成する。なお、この正孔注入／輸送層形成工
程以降は、正孔注入／輸送層７０及び有機ＥＬ層６０の
酸化を防止すべく、窒素雰囲気、アルゴン雰囲気等の不
活性ガス雰囲気で行うことが好ましい。
【００６６】例えば、インクジェットヘッド（図示略）
に正孔注入／輸送層材料を含む組成物インクを充填し、
インクジェットヘッドの吐出ノズルを親液性制御層２５
に形成された上記開口部２５ａ内に位置する電極面２３

14
ｃに対向させ、インクジェットヘッドと基材（基板２
０）とを相対移動させながら、吐出ノズルから１滴当た
りの液量が制御された液滴を電極面２３ｃに吐出する。
次に、吐出後の液滴を乾燥処理して組成物インクに含ま
れる極性溶媒を蒸発させることにより、正孔注入／輸送
層７０が形成される。
【００６７】組成物インクとしては、例えば、ポリエチ
レンジオキシチオフェン等のポリチオフェン誘導体と、
ポリスチレンスルホン酸等の混合物を、イソプロピルア
ルコール等の極性溶媒に溶解させたものを用いることが
できる。ここで、吐出された液滴は、親インク処理され
た電極面２３ｃ上に広がり、絶縁層（親液性制御層）２
５の開口部２５ａ内に満たされる。その一方で、撥イン
ク処理された有機バンク層２２１の上面では、液滴がは
じかれて付着しない。従って、液滴が所定の吐出位置か
らはずれて有機バンク層２２１の上面に吐出されたとし
ても、該上面が液滴で濡れることがなく、弾かれた液滴
が親液性制御層２５の開口部２５ａ内に転がり込む。な
お、正孔注入／輸送層７０の材料としては、例えば、ポ
リエチレンジオキシチオフェン等のポリチオフェン誘導
体とポリスチレンスルホン酸等の混合物を用いることが
できる。
【００６８】次いで、図１１（ｎ）に示すように、有機
ＥＬ層（発光層）６０（図３も参照）を形成すべく発光
層形成工程が行われる。発光層形成工程では、上記と同
様のインクジェット法により、発光層用材料を含む組成
物インクを正孔注入／輸送層７０上に吐出した後に乾燥
処理及び熱処理して、有機バンク層２２１に形成された
開口部２２１ａ内に有機ＥＬ層６０を形成する。
【００６９】この発光層形成工程では、正孔注入／輸送
層７０の再溶解を防止するために、発光層形成の際に用
いる組成物インクの溶媒として、正孔注入／輸送層７０
に対して不溶な無極性溶媒を用いる。この発光層形成工
程としては、例えばインクジェットヘッド（図示略）
に、青色（Ｂ）発光層の材料を含有する組成物インクを
充填し、インクジェットヘッドの吐出ノズルを絶縁層
（親液性制御層）２５の開口部２５ａ内に位置する正孔
注入／輸送層７０に対向させ、インクジェットヘッドと
基材とを相対移動させながら、吐出ノズルから１滴当た
りの液量が制御された液滴として吐出し、この液滴を正
孔注入／輸送層７０上に吐出する。
【００７０】有機ＥＬ層６０を構成する発光材料として
は、ポリフルオレン系誘導体、ポリフェニレン誘導体、
ポリビニルカルバゾール、ポリチオフェン誘導体、ペリ
レン系色素、クマリン系色素、ローダミン系色素、ある
いはこれらの高分子材料に、例えば、ルブレン、ペリレ
ン、９，１０－ジフェニルアントラセン、テトラフェニ
ルブタジエン、ナイルレッド、クマリン６、キナクリド
ン等をドープすることにより用いることができる。一
方、無極性溶媒としては、正孔注入／輸送層７０に対し
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て不溶なものが好ましく、例えば、シクロヘキシルベン
ゼン、ジハイドロベンゾフラン、トリメチルベンゼン、
テトラメチルベンゼン等を用いることができる。
【００７１】吐出された液滴は、正孔注入／輸送層７０
上に広がって親液性制御層２５の開口部２５ａ内に満た
される。その一方で、撥インク処理された有機バンク層
２２１上面では、液滴が弾かれて付着しない。これによ
り、液滴が所定の吐出位置からはずれて有機バンク層２
２１上面に吐出されたとしても、該上面が液滴で濡れる
ことがなく、液滴が上記親液性制御層２５の開口部２５
ａ内に転がり込み、さらに有機バンク層２２１の開口部
２２１ａ内に吐出・充填される。次いで、吐出後の液滴
を乾燥処理することにより組成物インクに含まれる無極
性溶媒を蒸発させ、有機ＥＬ層６０が形成される。な
お、各色の有機ＥＬ層６０Ｒ，６０Ｇ，６０Ｂは、それ
ぞれ各色発光領域Ｒ，Ｇ，Ｂ（図５参照）に対応して液
滴が滴下される。
【００７２】ここで、正孔注入／輸送層７０、有機ＥＬ
層６０をそれぞれインクジェットプロセスにより形成す
るが、この際、インクジェットヘッドは発光ドット間の
ピッチにより傾き方向を制御している。すなわち、イン
クジェットヘッドに形成されているノズルのピッチと、
発光ドットのピッチとは必ずしも一致しないため、ヘッ
ドを傾けて配置することにより発光ドットのピッチに合
うように調整するのである。
【００７３】次いで、図１１（ｎ）に示すように、有機
ＥＬ層６０上にバッファ層２２２を形成する。本実施形
態においては、上述した有機ＥＬ層６０の各色毎に異な
る構成成分のバッファ層を蒸着により成膜している。具
体的には、赤色用有機ＥＬ層６０Ｒ上に、ＣａＦ

2
を構

成主体成分とする赤色用バッファ層２２２Ｒを、緑色用
有機ＥＬ層６０Ｇ上に、ＢａＦ

2
を構成主体成分とする

緑色用バッファ層２２２Ｇを、青色用有機ＥＬ層６０Ｂ
上に、ＬｉＦを構成主体成分とする青色用バッファ層２
２２Ｂを形成する。なお、有機バンク層２２１の全面
に、各色用有機ＥＬ層に対応して各色バッファ層２２２
を形成するものとしてもよい。
【００７４】次いで、図１１（ｏ）に示すように、陰極
層５０を形成すべく陰極層形成工程が行われる。この陰
極層形成工程においては、バッファ層２２２及び有機バ
ンク層２２１の全面に、陰極層５０となるＣａ陰極層５
０ａ及びＡｌ陰極層５０ｂを順次積層する。
【００７５】まず、Ｃａ陰極層５０ａを成膜する。より
具体的には、Ｃａ金属またはＣａ基合金を蒸発源とする
蒸着法、またはＣａ金属またはＣａ基合金のターゲット
材を用いたスパッタリング法、あるいはＣａ含有有機ガ
スを反応性ガスとして用いるＣＶＤ法等によりＣａ陰極
層５０ａを成膜する。このＣａ陰極層５０ａは、実画素
領域１１１及びダミー領域１１２を完全に覆うように形
成する必要があるので、その占有面積は、これら実画素
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領域１１１及びダミー領域１１２の総面積より広い面積
となる。
【００７６】次いで、Ａｌ陰極層５０ｂを成膜する。よ
り具体的には、Ａｌ金属またはＡｌ基合金を蒸発源とす
る蒸着法、またはＡｌ金属またはＡｌ基合金のターゲッ
ト材を用いたスパッタリング法、あるいはＡｌ含有有機
ガスを反応性ガスとして用いるＣＶＤ法等によりＡｌ陰
極層５０ｂを成膜する。このＡｌ陰極層５０ｂは、実画
素領域１１１及びダミー領域１１２を覆っているＣａ陰
極層５０ａを完全に覆うように形成する必要があるの
で、その占有面積は、Ｃａ陰極層５０ａより広い面積と
なる。
【００７７】以上により、実画素領域１１１及びダミー
領域１１２を覆うように形成されたＣａ陰極層５０ａ
と、このＣａ陰極層５０ａを覆うように形成されたＡｌ
陰極層５０ｂとからなる２層構造の陰極層５０を形成す
ることができる。なお、Ａｌ金属またはＡｌ基合金から
なる陰極材料に替えて、例えば、Ａｇ、Ｍｇ－Ａｇ合金
等の陰極材料を用いれば、Ａｇ陰極層、Ｍｇ－Ａｇ陰極
層等を形成することができる。
【００７８】最後に、図１１（ｏ）に示すように、封止
基板３０を形成すべく封止工程を行う。この封止工程で
は、封止基板３０の内側に乾燥剤４５を挿入しつつ、該
封止基板３０とアクティブマトリクス基板２０とを接着
剤４０にて封止する。なお、この封止工程は、窒素、ア
ルゴン、ヘリウム等の不活性ガス雰囲気中で行うことが
好ましい。大気中で行うと、反射層にピンホール等の欠
陥が生じていた場合に、この欠陥部分から水や酸素等が
陰極層５０に侵入して、該陰極層５０が酸化される惧れ
がある。以上のような製造プロセスにより、本実施形態
に係る有機ＥＬ表示装置１０１を得ることができる。
【００７９】本実施形態の有機ＥＬ表示装置１０１によ
れば、マスクのパターン精度に係わらず、発光領域全域
が陰極層により覆われるので、正孔注入／輸送層７０や
有機ＥＬ層６０に外部から大気中の酸素や水分が侵入す
るおそれがなく、表示特性、信頼性を向上させることが
できる。また、発光領域の一部にマスクのパターン精度
等に起因する陰極材料が形成されない領域が生じる等の
問題が生じるおそれがないので、製造工程上の製造歩留
まりを向上させることができ、表示装置の製造コストを
低減することができる。
【００８０】また、陰極層５０を、Ｃａ陰極層５０ａと
Ａｌ陰極層５０ｂとからなる２層構造としたので、正孔
注入／輸送層７０や有機ＥＬ層６０に対して外部からの
大気中の酸素や水分の侵入を効果的に防止することがで
き、表示特性、信頼性をさらに向上させることができ
る。
【００８１】本実施形態の有機ＥＬ表示装置１０１の製
造方法によれば、正孔注入／輸送層７０や有機ＥＬ層６
０に対して外部からの大気中の酸素や水分の侵入のおそ
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れがなく、しかも、表示特性、信頼性が向上した表示装
置を容易に作製することができる。また、マスクのパタ
ーン精度に係わらず、発光領域の一部にマスクのパター
ン精度等に起因する陰極材料が形成されない領域が生じ
る等の問題が生じるおそれがなくなり、製造工程上の製
造歩留まりを向上させることができ、表示装置の製造コ
ストを低減することができる。
【００８２】「第２の実施形態」図１２は、本実施形態
に係る有機ＥＬ表示装置の構成を模式的に示す平面図、
図１３は図１２のＥ－Ｆ線に沿う断面図、図１４は図１
２のＧ－Ｈ線に沿う断面図である。これらの図に示した
有機ＥＬ表示装置５０１は、スイッチング素子として薄
膜トランジスタ（ＴＦＴ：Thin Film Transistor）を用
いたアクティブマトリクス方式の有機ＥＬ表示装置であ
る。
【００８３】本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置５０１
が、上述した第１実施形態の有機ＥＬ表示装置１０１と
異なる点は、陰極層の形状であり、その他の点は全く同
様の構成である。本実施形態の陰極層５０２は、略矩形
状のＣａ陰極層５０２ａ（第１の陰極層）と、このＣａ
陰極層５０２ａを覆うように形成された略矩形状のＡｌ
陰極層５０２ｂ（第２の陰極層）とからなる２層構造と
されている。
【００８４】Ｃａ陰極層５０２ａは、実画素領域１１１
を覆うとともに、ダミー領域１１２の実画素領域１１１
側の内周部を覆うように形成され、その面積は、実画素
領域１１１の面積よりは広く、かつ、実画素領域１１１
及びダミー領域１１２の総面積よりは狭いとされてい
る。Ａｌ陰極層５０２ｂは、Ｃａ陰極層５０２ａを覆う
とともに、Ｃａ陰極層５０２ａの外側に位置するダミー
領域１１２の一部を覆うように形成され、その面積は、
Ｃａ陰極層５０２ａの面積よりは広く、かつ、実画素領
域１１１及びダミー領域１１２の総面積よりは狭いとさ
れている。
【００８５】本実施形態の有機ＥＬ表示装置１０１にお
いても、上述した第１実施形態の有機ＥＬ表示装置１０
１と同様の効果を奏することができる。しかも、Ｃａ陰
極層５０２ａを覆うようにＡｌ陰極層５０２ｂを形成し
たので、正孔注入／輸送層７０や有機ＥＬ層６０に対し
て外部からの大気中の酸素や水分の侵入をさらに効果的
に防止することができ、表示特性、信頼性を格段に向上
させることができる。
【００８６】「第３の実施形態」以下、第１または第２
の実施形態の有機ＥＬ表示装置を備えた電子機器の具体
例について図１５に基づき説明する。図１５（ａ）は、
携帯電話の一例を示した斜視図である。図１５（ａ）に
おいて、符号１０００は携帯電話本体を示し、符号１０
０１は前記の有機ＥＬ表示装置を用いた表示部を示して
いる。図１５（ｂ）は、腕時計型電子機器の一例を示し
た斜視図である。図１５（ｂ）において、符号１１００
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は時計本体を示し、符号１１０１は前記の有機ＥＬ表示
装置を用いた表示部を示している。図１５（ｃ）は、ワ
ープロ、パソコンなどの携帯型情報処理装置の一例を示
した斜視図である。図１５（ｃ）において、符号１２０
０は情報処理装置、符号１２０１はキーボードなどの入
力部、符号１２０２は前記の有機ＥＬ表示装置を用いた
表示部、符号１２０３は情報処理装置本体を示してい
る。
【００８７】図１５（ａ）～（ｃ）に示すそれぞれの電
子機器は、前記の第１または第２の実施形態の有機ＥＬ
表示装置を用いた表示部を備えたものであり、先の第１
または第２の実施形態の有機ＥＬ表示装置の特徴を有す
るので、表示特性、信頼性が向上するとともに、製造コ
ストが低減された電子機器となる。これらの電子機器を
製造するには、第１の実施形態の有機ＥＬ表示装置１０
１または第２の実施形態の有機ＥＬ表示装置５０１を、
携帯電話、携帯型情報処理装置、腕時計型電子機器等の
各種電子機器の表示部に組み込むことにより製造され
る。
【００８８】
【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明の
表示装置によれば、陽極層と陰極層との間に発光層が挟
持され、該発光層を含む画素部を有する発光領域と、該
発光領域の周辺部に形成された非発光領域とを備え、前
記陰極層は、前記発光領域を覆うとともに、前記非発光
領域の少なくとも前記発光領域側の内周部を覆うように
形成されているので、発光領域への大気中の酸素や水分
の侵入を防止することができ、表示特性、信頼性を向上
させることができる。また、発光領域の一部にマスクの
パターン精度等に起因する陰極材料が形成されない領域
が生じる等の問題が生じるおそれがなく、製造工程上の
製造歩留まりを向上させることができ、表示装置の製品
としての価格を低減することができる。
【００８９】また、前記陰極層を、少なくとも第１の陰
極層と第２の陰極層との２層構造とすれば、発光領域全
域を２層構造の陰極層により覆うことで、この発光領域
への大気中の酸素や水分の侵入を効果的に防止すること
ができ、表示特性、信頼性をさらに向上させることがで
きる。
【００９０】本発明の表示装置の製造方法によれば、前
記陰極層を、前記発光領域を覆うとともに、前記非発光
領域の少なくとも前記発光領域側の内周部を覆うように
形成するので、発光領域に外部から大気中の酸素や水分
が侵入するおそれがなく、しかも表示特性、信頼性が向
上した表示装置を容易に作製することができる。また、
マスクのパターン精度に係わらず、発光領域の一部にマ
スクのパターン精度等に起因する陰極材料が形成されな
い領域が生じる等の問題が生じるおそれがなくなり、製
造工程上の製造歩留まりを向上させ、表示装置の製造コ
ストを低減することができる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示
装置の構成を示す平面図である。
【図２】  図１のＡ－Ｂ線に沿う断面図である。
【図３】  図２の要部を拡大した断面図である。
【図４】  図１のＣ－Ｄ線に沿う断面図である。
【図５】  図１の有機ＥＬ表示装置のバッファ層の構成
を示す説明図である。
【図６】  バッファ層の構成の変形例を示す説明図であ
る。
【図７】  本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示
装置の製造方法を示す過程図である。
【図８】  本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示
装置の製造方法を示す過程図である。
【図９】  本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示
装置の製造方法を示す過程図である。
【図１０】  本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表
示装置の製造方法を示す過程図である。
【図１１】  本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表*
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*示装置の製造方法を示す過程図である。
【図１２】  本発明の第２の実施形態に係る有機ＥＬ表
示装置の構成を示す平面図である。
【図１３】  図１２のＥ－Ｆ線に沿う断面図である。
【図１４】  図１２のＧ－Ｈ線に沿う断面図である。
【図１５】  本発明の第３の実施形態の電子機器を示す
斜視図である。
【符号の説明】
２０  アクティブマトリクス基板
２３  陽極層
５０  陰極層
５０ａ  Ｃａ陰極層（第１の陰極層）
５０ｂ  Ａｌ陰極層（第２の陰極層）
６０  有機ＥＬ層（発光層）
１０１  有機ＥＬ表示装置
５０１  有機ＥＬ表示装置
５０２  陰極層
５０２ａ  Ｃａ陰極層（第１の陰極層）
５０２ｂ  Ａｌ陰極層（第２の陰極層）

【図１】 【図３】

【図６】
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